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【はじめに】AlGaN 多重量子井戸構造では、LED 程度の注入キャリア密度では内部量子効

率を向上するためには低転位化が不可欠である[1]。しかし、誘導放出時のような高い注入キ

ャリア密度におけるAlGaN多重量子井戸構造の転位密度依存性は不明瞭である。本研究では、

様々な転位密度をもつ下地層上に AlGaN/AlN 多重量子井戸を作製し、Variable Stripe Length 

(VSL)法[2]により AlGaN/AlN 多重量子井戸の光学利得を測定したのでその結果に関して報告

する。 

【実験方法】MOVPE 法により c 面サファイア上に AlN を成長させたテンプレートを用い

て、AlGaN/AlN多重量子井戸を成長させた。Fig.1 に作製した試料の構造及びレーザの照射方

向を示す。なお、多重量子井戸は 10周期、Al0.25Ga0.75N(4nm)/AlN(8nm)となるように作製した。

これらのサンプルの転位密度は、X 線回折測定の ω モードにて下地 AlN 層の(0002)面及び

(10-12)面の半値幅を測定することで見積もった。また、平面透過電子顕微鏡像及びカソード

ルミネッセンス像を用いてクロスチェックを行った。さらに、これらのサンプルにおいて確

実に誘導放出が起こっていることを確認するために、VSL 法を用いてゲインスペクトル測定

を行った。 

【結果・考察】本実験で用いたサンプルの下地 AlN転位密度は 3×10
9
[cm

-2
], 1×10

10
[cm

-2
]で

あった。Fig.2 にゲインスペクトル測定により得られた結果を示す。転位密度が 1×10
10

[cm
-2

]

のサンプルでは、1.29[MW/cm
2
]という高い励起パワー密度でも利得-内部損失の値が 11[cm

-1
]

と低い値しか得られなかったのに対して、転位密度が 3×10
9
[cm

-2
]のサンプルでは

0.97[MW/cm
2
]という励起パワー密度でも利得-内部損失の値が 118[cm

-1
]を得られており、低閾

値半導体レーザを実現するためには、低転位な下地層が必須であることが分かった。 
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Fig.1 試料構造及びレーザ照射方向 Fig.2 VSL法により得られたゲインスペクトル 
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